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一种防止芯片凸点短路的封装件及其制造工

艺

(57) 摘要

本发明公开了一种防止芯片凸点短路的封装

件及其制造工艺，所述封装件主要包括铜线路、环

状铜柱，铜柱、铜板、芯片凸点、芯片、溶化后的芯

片凸点、塑封体、背面蚀刻后余留铜柱、绿油层、锡

球。所述铜板上有铜线路、环状铜柱和铜柱，所述

环状铜柱内粘接有溶化后的芯片凸点，芯片凸点

上有芯片，铜板背面蚀刻后为余留铜柱，铜板背面

有绿油层，锡球在背面蚀刻后余留铜柱上。所述的

塑封体包围了铜板的上表面、铜线路、环状铜柱、

铜柱、芯片，形成了电路整体。芯片及其上的芯片

凸点、环状铜柱、以及背面蚀刻后余留铜柱构成了

电源和信号通道。所述工艺流程如下：晶圆减薄

→晶圆划片→倒装上芯→回流清洗→塑封→蚀刻

分离引脚→绿漆填充→钢网印刷植球→打印→切

割→包装→发货。本发明中两个芯片凸点之间可

避免短路，提高产品可靠性。
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1. 一种防止芯片凸点短路的封装件，其特征在于：所述封装件主要包括铜线路（1）、

环状铜柱（2），铜柱（3）、铜板（4）、芯片凸点（5）、芯片（6）、溶化后的芯片凸点（7）、塑封体

（8）、背面蚀刻后余留铜柱（9）、绿油层（10）、锡球（11）；所述铜板（4）上有铜线路（1）、环状

铜柱（2）和铜柱（3），所述环状铜柱（2）内粘接有溶化后的芯片凸点（7），芯片凸点（7）上有

芯片（6），铜板（4）背面蚀刻后为余留铜柱（9），铜板（4）背面有绿油层（10），锡球（11）在

背面蚀刻后余留铜柱（9）上；所述的塑封体（8）包围了铜板（4）的上表面、铜线路（1）、环状

铜柱（2）、铜柱（3）、芯片（6），形成了电路整体；芯片（6）及其上的芯片凸点（5）、环状铜柱

（2）、以及背面蚀刻后余留铜柱（9）构成了电源和信号通道。

2.一种防止芯片凸点短路的封装件的制作工艺，其特征在于：按照以下步骤进行：

（1）、晶圆减薄：晶圆减薄先粗磨后精磨，从原始晶圆片厚度减薄到最终厚度，精磨速

度：10µm/s-20µm/s，采用防止碎片工艺；

（2）、晶圆划片：150μm 以上晶圆同普通划片工艺，但厚度在 150μm 以下晶圆，使用双

刀划片机及其工艺；

（3）、倒装上芯，回流和清洗：把芯片（6）倒装在铜板（4）上，芯片凸点（5）与对应的环状

铜柱（2）内的铜面结合，在回流焊的作用下形成有效焊接结；

（4）、塑封和后固化：将倒装上芯好的芯片（6）进行塑封，并进行后固化；塑封后由于材

料热膨胀系数之间的差异，导致框架与塑封体因应力作用有少许翘曲，解决办法是框架被

塑封后，用大约1公斤的盖板先将其压住，然后送往烘箱，用175℃/240min的参数对产品进

行后固化，使材料应力得到释放，将框架翘曲降到最低，同时也减小材料之间的分层；

（5）、引脚分离、框架腐蚀：将铜板（4）背面通过化学药水进行腐蚀；

（6）、填充绿漆、保护背面电路：将铜板（4）背面通过丝网印刷进行绿油覆盖，形成绿油

层（10）；

（7）、植球：在背面蚀刻后余留铜柱（9）上钢网印刷 0.12㎜厚度的锡膏，然后在 255℃的

温度下回流，形成直径 0.25㎜，高度 0.20㎜的锡球（11）。
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一种防止芯片凸点短路的封装件及其制造工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及电子信息自动化元器件制造技术领域，具体是一种防止芯片凸点短路

的封装件及其制造工艺。 

背景技术

[0002] Flip Chip既是一种芯片互连技术，又是一种理想的芯片粘接技术。早在 30年前

IBM 公司已研发使用了这项技术。但直到近几年来，Flip-Chip 已成为高端器件及高密度

封装领域中经常采用的封装形式。今天，Flip-Chip封装技术的应用范围日益广泛，封装形

式更趋多样化，对 Flip-Chip封装技术的要求也随之提高。同时，Flip-Chip也向制造者提

出了一系列新的严峻挑战，为这项复杂的技术提供封装，组装及测试的可靠支持。以往的一

级封闭技术都是将芯片的有源区面朝上，背对基板和贴后键合，如引线键合和载带自动键

合（ＴＡＢ）。ＦＣ则将芯片有源区面对基板，通过芯片上呈阵列排列的焊料凸点实现芯片

与衬底的互连。硅片直接以倒扣方式安装到ＰＣＢ从硅片向四周引出Ｉ／Ｏ，互联的长度

大大缩短，减小了ＲＣ延迟，有效地提高了电性能。显然，这种芯片互连方式能提供更高的

Ｉ／Ｏ密度。倒装占有面积几乎与芯片大小一致。在所有表面安装技术中，倒装芯片可以

达到最小、最薄的封装。但是由于以往传统封装的局限性芯片凸点在回流过程中熔化塌陷，

两个芯片凸点之间因锡连接造成短路，芯片与框架之间的高度因塌陷也会降低，塑封料在

填充过程中不充分容易造成空洞，影响产品可靠性。

发明内容

[0003] 为了克服上述现有技术存在的问题，本发明提供了一种防止芯片凸点短路的封装

件及其制造工艺，其将传统芯片凸点的焊盘改为环状铜柱焊盘，这样在凸点熔化时，锡将留

在环状铜柱内，或充满环状铜柱以缓解凸点在回流过程中的塌陷溢出，避免短路。

[0004] 一种防止芯片凸点短路的封装件主要包括铜线路、环状铜柱，铜柱、铜板、芯片凸

点、芯片、溶化后的芯片凸点、塑封体、背面蚀刻后余留铜柱、绿油层、锡球。所述铜板上有铜

线路、环状铜柱和铜柱，所述环状铜柱内粘接有溶化后的芯片凸点，芯片凸点上有芯片，铜

板背面蚀刻后为余留铜柱，铜板背面有绿油层，锡球在背面蚀刻后余留铜柱上。所述的塑封

体包围了铜板的上表面、铜线路、环状铜柱、铜柱、芯片，形成了电路整体。芯片及其上的芯

片凸点、环状铜柱、以及背面蚀刻后余留铜柱构成了电源和信号通道。

[0005]  

一种防止芯片凸点短路的封装件的工艺流程如下：

晶圆减薄   晶圆划片 倒装上芯  回流清洗 塑封 蚀刻分离

引脚   绿漆填充  钢网印刷植球  打印 切割  包装  发货。

[0006] 本发明所要解决的技术问题是在传统工艺技术的基础上开发出一种防止芯片凸

点短路的 FCQFN 框架设计及其制造方法 . 该方法是在多排 FCQFN 封装技术的基础上，自行

摸索试验攻关，突破其技术难点，该封装技术实现焊点阵列布置，大大增加 I/O 数。它结合

说  明  书CN 103311205 A

3



2/3页

4

倒装工艺与蚀刻工艺的优势，利用铜引线框架作为承载芯片和连接信号通路的主要材料，

使连接效率更高，缩短了电流和信号传输距离，提高了电性能和产品可靠性。此外，这种方

法具有小型化、高可靠性、低成本等众多优势，可满足高密度、高性能、多功能及高 I/O 数封

装的要求。

附图说明

[0007] 图 1框架单元设计图样图；

图 2以图 1红线为横截面的剖面图；

图 3倒装上芯后剖面图；

图 4回流焊后剖面图；

图 5塑封后剖面图；

图 6背面蚀刻后剖面图；

图 7绿油印刷后剖面图；

图 8锡膏印刷回流焊后剖面图。

[0008] 图中，1为铜线路，2 为环状铜柱，3为铜柱，4为铜板，5为芯片凸点，6为芯片，7为

溶化后芯片凸点，8为塑封体，9为背面蚀刻后余留铜柱，10为绿油层，11为锡球。

[0009]  

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本发明做进一步详细叙述。

[0011] 如图 8所示，一种防止芯片凸点短路的封装件主要包括铜线路 1、环状铜柱 2，铜柱

3、铜板 4、芯片凸点 5、芯片 6、溶化后的芯片凸点 7、塑封体 8、背面蚀刻后余留铜柱 9、绿油

层 10、锡球 11。所述铜板 4 上有铜线路 1、环状铜柱 2 和铜柱 3，所述环状铜柱 2 内粘接有

溶化后的芯片凸点 7，芯片凸点 7上有芯片 6，铜板 4背面蚀刻后为余留铜柱 9，铜板 4背面

有绿油层 10，锡球 11 在背面蚀刻后余留铜柱 9 上。所述的塑封体 8 包围了铜板 4 的上表

面、铜线路 1、环状铜柱 2、铜柱 3、芯片 6，形成了电路整体。芯片 6及其上的芯片凸点 5、环

状铜柱 2、以及背面蚀刻后余留铜柱 9构成了电源和信号通道。

[0012] 本发明重点在于框架结构设计与倒装工艺的结合，实现封装后完成引脚分离。

[0013] 一种防止芯片凸点短路的封装件的工艺流程如下：

晶圆减薄   晶圆划片 倒装上芯  回流清洗  塑封 蚀刻分离

引脚    绿漆填充  钢网印刷植球  打印 切割   包装  发货。

[0014] 如图所示，一种防止芯片凸点短路的封装件的制作工艺，按照以下步骤进行：

1、晶圆减薄：晶圆减薄先粗磨后精磨，从原始晶圆片厚度减薄到最终厚度，精磨速度：

10µm/s-20µm/s，采用防止碎片工艺。为了使减薄胶膜能牢固吸附晶圆正面，防止露真空，要

求胶层厚度能达到芯片凸点 5 的高度，以高度 0.13 ㎜的芯片凸点 5 为例说明晶圆减薄：晶

圆厚度 735μm，最终减薄厚度为 210μm。具体实施方式：将胶层厚度为 0.13㎜的减薄胶膜

通过自动贴片机粘接在晶圆正面，然后先精磨在粗磨，使晶圆最终厚度为210μm。最后胶膜

在 UV紫外光的照射下，胶层黏结性会逐渐降低，致使胶膜能够被接掉。

[0015] 2、晶圆划片：150μm 以上晶圆同普通划片工艺，但厚度在 150μm 以下晶圆，使用
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双刀划片机及其工艺。

[0016] 3、倒装上芯，回流和清洗：把芯片 6 倒装在铜板 4 上，芯片凸点 5 与对应的环状铜

柱 2内的铜面结合，在回流焊的作用下形成有效焊接结，如图 4所示的剖面图。

[0017] 具体实施方式为：通过蚀刻工艺将铜板材加工成图 1 所示的框架设计，然后，芯

片凸点 5 蘸助焊剂，通过倒装上芯机将芯片凸点 5 与对应环状铜柱 2 内的铜面结合，在回

流焊的作用下形成有效焊接结，芯片凸点直径为 0.2 ㎜，芯片凸点高度为 0.13 ㎜，材料是

Sn96.5%Ag3.0%Cu0.5%。最后，用电阻率为 1.0m/Ω.mm 以上的等离子水清洗芯片凸点 5 上

的残留助焊剂。回流温度 260℃，回流时间 50~70s，清洗温度是 42℃，压力是 40psi，清洗传

递速度 0.8m/min。

[0018] 几种所用材料的作用：环状铜柱 2 的作用是防止芯片凸点 5 在回流过程中因熔化

而塌陷，造成芯片凸点 5 短路。环状铜柱 2 能很好地将芯片凸点 5 在熔化后保留在铜柱空

间内；助焊剂的主要作用是在回流过程中去除芯片凸点 5上氧化物，促进芯片凸点 5与环状

铜柱 2内的铜面有效焊接。 

[0019] 4、塑封和后固化：将倒装上芯好的芯片 6进行塑封，并进行后固化。塑封后由于材

料热膨胀系数之间的差异，导致框架与塑封体因应力作用有少许翘曲。解决办法是框架被

塑封后，用大约1公斤的盖板先将其压住，然后送往烘箱，用175℃/240min的参数对产品进

行后固化，使材料应力得到释放，将框架翘曲降到最低，同时也减小材料之间的分层。

[0020] 5、引脚分离、框架腐蚀：将铜板 4（厚度定为 0.152㎜）背面通过化学药水（主要是

三氯化铁溶液）进行腐蚀，通过对蚀刻精度的控制，最后形成的效果图如图 6所示。 

[0021] 6、填充绿漆、保护背面电路：将铜板 4 背面（除背面蚀刻后余留铜柱 9 外）通过丝

网印刷进行绿油覆盖，形成绿油层 10。

[0022] 7、植球：在背面蚀刻后余留铜柱 9 上钢网印刷 0.12 ㎜厚度的锡膏，然后在 255℃

的温度下回流，形成直径 0.25㎜，高度 0.20㎜的锡球 11。
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图 1

图 2

图 3
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图 4

图 5

图 6
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图 7

图 8
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